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 高演色性白色発光ダイオード(LED)の発光効率は 2015 年頃に 150 lm/W に達する見込みである。しかしながら、照明











プ端）より約 1.2 μm の領域にらせん転位が、約 7 μm の領域で応力緩和が生じることを明らかにしている。そ
の結果として、メカニカルダイシングにより作製したチップの GaN エピタキシャル膜には、らせん転位発生領




付与される圧縮応力からの応力緩和がダイシングラインから約 40 μm の領域で生じることを明らかにしている。
（３）レーザースクライビング法をダイシングプロセスとして使用した場合、ブレイキング起因と考えられるらせん
転位が発生することを明らかにしている。また、レーザーアブレーション法と同様に、応力緩和がダイシング
ラインから約 40 μm の領域で生じることを明らかにしている。 
（４）GaN エピタキシャル膜の結晶性とダイシングプロセスとの相関性について検討している。メカニカルダイシング
のブレードと接触した箇所には応力が付与されるが、GaN エピタキシャル膜が印加された応力に耐え切れなくな
ることにより、らせん転位が発生し、それに伴ってダイシングラインから約 7 μm の領域で応力緩和が生じると
考察している。また、レーザーダイシングによる熱応力は GaN エピタキシャル膜に生じていないことを明らか
にしている。 
以上のように、本論文は GaN エピタキシャル膜の結晶性に及ぼすダイシングプロセスの影響を明らかにしたもので
あり、得られた知見はパワーエレクトロニクスデバイス分野において次世代の基幹材料となる SiC など他材料への活
用が期待できることから、オプトエレクトロニクス分野だけでなくエレクトロニクス分野全体においてもデバイス特
性向上のために重要なものと位置づけられ、材料工学分野に寄与するところが大きい。 
 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
